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Abstract : CdSe量子ドットの光学素子への応用を目的に, 基板上に粒径 30 nmのシリカ被膜 CdSe

量子ドットを一次元配列させることを目的とする. Si基板上に Hydrogen Silsesquioxane ( HSQ )上

に幅 30から 50 nmのトレンチを作成し, 量子ドットの散布を行った. トレンチ上の一次元量子ド

ット配列は最大 1.5 mの長さまで配列しが, ドットの周期性はよくない. PMMAレジストを用い

た同様のドット配列は, HSQトレンチ構造へのドットの配列と同様の結果を得た.  

1. 研究背景 

 近年, 半導体量子ドットは単一光子源の有望な素子として盛んに行われている[1]
. しかしなが

らCdSeなどの半導体量子ドットは基板上への配列の問題から位置の特定が困難で, デバイス化は

難しい. 我々は電子線レジストによる微細トレンチ構造に量子ドットを配列させることを目的と

する. これは将来のデバイス化に必要な量子ドット構造を作成するために必須の技術と考える. 

2. 一次元量子ドット配列の作製と評価 

Silicon ( Si ) 基盤上に HSQレジスト XR-1541 4 % を膜厚 50 nmで

塗布し, 東京テクノロジー社製電子線描画装置を用いて 50 m長, 幅

30から 50 nmのトレンチを作成した. ここに SiO2被膜CdSe量子ドッ

トを引き上げ法にて散布する [2]
 . また同様の構造を Si基板上に膜厚

50 nmの PMMA 950電子ビームレジストをもちいて作成し, 量子ドッ

トの散布を同手法で行い, アセトンで PMMA の剥離をへて, 一次元

量子ドット配列を作製した. トレンチ上の一次元量子ドット配列は

最大 1.5 mの長さまで配列しが, 周期性はよくない. PMMAレジスト

を用いたドット配列は, HSQ へのドットの配列と同様の最大 1.5 m

の長さの配列を得たが部分的に配列が壊れており, 今後の追及が必

要である.  

3. まとめ 

 我々は HSQ及び PMMAを用い幅 30から 50 nmの一次元量子ドット配列を作製した. 両レジス

トによる一次元量子ドット配列は最大 1.5 mの長さまで配列しが, ドットの周期性はよくない. 
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Figure 1:  一次元量子ドット 

(a) HSQレジストトレンチ内の

一次元量子ドット, (b) Si 基板

上の幅 60 nm量子ドット直線. 
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